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4. Obiectivele cursului:
Insusirea cunostintelor legate de proiectarea si implementarea celulelor elementare si a
blocurilor de memorie semiconductoare.

5. Concordanta intre obiectivele disciplinei si obiectivele planului de invatamant:
Obiectivele disciplinei respectd obiectivele fixate in planul de invatamant

6. Rezultatele invatarii exprimate in competente cognitive, tehnice sau profesionale

Ca urmare a insusirii informatiilor predate atat in timpul orelor de curs cat si a celor de
laborator, este de asteptat ca studentii sd-si extindd cunoasterea in domeniul implementarii in
tehnologii VLSI a blocurilor de memorie semiconductoare.

7. Proceduri folosite la predarea disciplinei:

La predare se foloseste expunerea liberd, cu ajutorul videoproiectorului. Materialul
prezentat este discutat cu studentii in timpul expunerii. Subiectele discutate se gésesc
selectiv in bibliografia de specialitate mentionata. In timpul expunerii, subiectele abordate
sunt sustinute/explicate prin diverse simuldri ale exemplelor prezentate la curs si/sau
laborator.

8. Sistemul de evaluare:
Evaluarea continua:
Activitatea la laborator
Ponderea in nota finala: 25% (mixt)
Evaluarea finala: (colocviu.)
Ponderea in nota finala: 75%
Probele:
1 lucrare scrisa: traditional
a) test de cunostinte
b) test scris; studentul nu are acces la referinte

9. Continutul disciplinei:
a) Curs
Notiuni introductive: clasificare, arhitecturi specifice, parametrii specifici. 2h



Partea I. Implementarea celulelor elementare de memorie 8h

1. Celule de memorie nevolatila. Structura tranzistoarelor FGMOS. Mecanisme de transport
a electronilor pe poarta izolatd. Dispozitive de capturd a sarcilor electrice de tip charge
trapping. Dispozitive feroelectrice. Celula de memorie EPROM. Celula de memorie
E*PROM. Celule de memorie Flash. 2. Celule de memorie volatila. Tipuri de celule de
memorie cu acces aleator. Celule registru de deplasare. Celule de memorie adresabile prin
continut. Celule de memorie multiport.

Partea II. Implementarea blocurilor de memorie 12h
Blocuri de memorie cu acces aleator dinamic (DRAM). Blocuri de memorie cu acces aleator
dinamic sincrone (SDRAM). Tehnici de optimizare a blocurilor de memorie DRAM. Blocuri
de memorie cu acces aleator static (SRAM). Tehnici de optimizare a blocurilor de memorie
DRAM. Blocuri de memorie nevolatile. Blocuri de memorie cu acces secvential. Principii
generale de functionare. Blocuri de memorie cu acces secvential pe bazd de blocuri RAM.
Blocuri de memorie cu acces secvential pe bazd de registrii de deplasare. Blocuri de
memorie de tip FIFO. Blocuri de memorie cu adresare prin continut CAM. Blocuri speciale
de memorie. Memoria Cache. Organizarea memoriei cache. Blocuri mixte de memorie
cache-DRAM.

Partea III. Implementarea circuitelor specifice utilizate in blocurile de memorie 6h
Amplificatoare de date. Referinte de tensiune si de curent. Decodoare de adresa. Circuite
pentru managementul semnalului de ceas. Blocuri de intrare si de iesire.

Total 28 ore
b) Aplicatii
1. Caracteristicile de functionare ale tranzistorului FGMOS. 2h
2. Blocuri de memorie EPROM. 2h
3. Celula de memorie SRAM. 2h
4. Celule de memorie DRAM. 2h
5. Blocuri de memorie adresabile prin continut. 2h
6. Blocuri de memorie asociativa. 2h
7. Test. Recuperari. 2h

Total 14 ore
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